


38

すことにより，酸化物半導体膜の抵抗を選択的に減少さ
せることができる。この低抵抗領域をソース・ドレイン
領域（Source/Drain領域，以下S/D領域という）とし
て使用することにより，ゲート電極とS/D領域の間に
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チオン（プロトン）がa-IGZTO表面からOもしくはOH
基を脱離させる。すなわち，In-O結合が還元して金属結


